
ナノシリカ粒子を用いた GaNナノ構造の作製 

Fabrication of GaN nanostructures using nano-silica sphere  
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窒化物半導体を用いた発光ダイオードはすでに白色照明やポータブル機器のバックライトなど

へと応用されている．発光デバイスの更なる高輝度化や高機能化に向けてナノ構造の導入が提案

されており，取り出し効率の向上やフォトニック結晶効果による特定波長の増強，側面歪み緩和

による発光効率の向上が期待できる[1-3]．本研究では，自己組織化現象によりナノシリカ粒子を

親水領域に誘導し，シリカ粒子をマスクとしてドライエッチングを行うことで GaN ナノ構造を作

製したので報告する． 

GaN テンプレート上に疎水性領域と親水性領域をパターン化するため，減圧化学気相堆積法に

て SiO2を 10 nm 成膜し，フォトリソグラフィとバッファードフッ酸を用いて直径 400m，周期

800m に正方格子配列した SiO2パターンを作製した．GaN 表面が疎水性となり，SiO2表面が親

水性となる．次に，直径250 nmのシリカ粒子を含む水溶液(0.005wt%)を基板上に滴下し，温度15
o
C，

湿度 96%にて 72時間乾燥させた．滴下した水溶液は疎水性領域からはじかれ親水性領域に集まり，

その後水溶液が乾燥し縮小する過程において粒子同士が引き寄せられ，シリカ粒子は親水領域で

ある SiO2上に集められた．Fig. 1(a)(b)に滴下前および滴下・乾燥後の SiO2パターン基板表面の光

学顕微鏡画像を示す．Fig. 2 に SiO2/GaN界面における表面 SEM像を示す．疎水性である GaN表

面上にはシリカ粒子は観測されず，SiO2 表面には配列されたシリカ粒子が観測された．充填率を

調べると 23%であり，水溶液の濃度に一致した．集められたシリカ粒子をマスクとして，塩素系

ガスによりドライエッチングを行い，鳥瞰 SEM像を観察したところ，直径 238 nm，高さ 720 nm

の GaN ナノ構造が観測された(Fig. 3)． 
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Fig. 1 Optical microscope images 

(a) before drop (b) after drop and 

drying 

Fig. 2 Surface SEM image of the 

boundary between SiO2 and GaN 

region 

Fig. 3 Bird’s-eye-view SEM image 

of GaN nanostructure 
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